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Алмаз характеризуется плотной упаковкой атомов и прочными 

межатомными связями в кристаллической решетке, которые обеспечивают его 

высокую химическую и радиационную стойкость. Тканеэквивалентность 
алмаза позволяет непосредственно измерять поглощенную дозу радиации без 

соответствующей коррекции на природу материала детектора. Высокие 
значения подвижности и скорости насыщения носителей заряда наряду с 

низким значением их времени жизни определяют высокое быстродействие 
электронных приборов на основе алмаза. Большая ширина запрещенной зоны 

алмаза (5,5 эВ) обеспечивает малые токи утечки и низкий уровень шума 
приборов. Совокупность этих характеристик делает алмаз привлекательным 

для изготовления детекторов ультрафиолетового (УФ) и ионизирующих 
излучений [1].  

Кроме того теплопроводность структурно совершенных алмазов при 
комнатной температуре в 5 раз превышает теплопроводность меди [2]. При 
этом изолированные атомы азота, замещающие углерод в узлах 

кристаллической решетки, слабо влияют на значения теплопроводности. 
Поэтому синтетические алмазы могут быть использованы для создания 

эффективных теплоотводов и быстродействующих терморморезисторов. 
Цель работы – создание экспериментальных образцов терморезисторов, 

детекторов ультрафиолетового и ионизирующих излучений на основе 
синтетических алмазов производства РУП «Адамас», Минск, Беларусь.  

Для изготовления приборных структур использовались монокристаллы 
синтетического алмаза, выращенные методом высоких давлений и высоких 

температур [3]. Торговая марка продукции – сверхтвердый материал (СТМ) 
«Алмазот».  

Из кристаллов изготавливали полированные плоскопараллельные 
пластины толщиной около 300 мкм. С использованием имплантации ионов бора 

и последующего активационного отжига на пластины наносили контакты. 
Структуры со сплошными контактами на обеих поверхностях пластин 
создавались для регистрации глубоко проникающих ионизирующих излучений. 

Для регистрации УФ излучений использовались контакты встречно-штыревого 
типа, нанесенные на одну из поверхностей пластины. Термочувствительный 

слой в терморезисторах создавали имплантацией ионов фосфора по описанной 
в [4] технологии.  
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Основные характеристики 

терморезисторов, встроенных в 

теплоотвод на основе 

СТМ «Алмазот»  
а)  

б)  

Сопротивление при 20 ºС, МОм  0,1 – 4 

Энергия активации 
проводимости, эВ  

 
0,10 – 0,15 

Постоянная времени, мс  4 – 10 

Рис. 1. Фотография пластины СТМ «Алмазот» с матрицей терморезисторов – а) и кинетики 

разогрева алмазного теплоотвода на различных расстояниях от «точечного» нагревателя 
мощностью 1 Вт – б). На вставке показана конструкция теплоотвода 

 

Основные характеристики детекторов УФ 

излучения на основе СТМ «Алмазот» 

 

Спектральный диапазон, нм 200–280 

Максимум чувствительности, нм 225 

Чувствительность в максимуме, А/Вт 0,1 – 1 

Диапазон напряжения смещения, В 0 – 100 

Темновой ток при напряжении 100 В, пА < 1 

Быстродействие, нс  < 10 

Отношение сигнала в УФ к сигналу 
в видимой области  

 
105 – 106  

Рис. 2. Спектральная чувствительность детекторов на основе СТМ «Алмазот» с низким 
(кривая 1) и высоким (кривая 2) содержанием азота. На вставке – фото тестовой структуры 

 

Основные характеристики дозиметрических 

детекторов на основе СТМ «Алмазот» 

 

Диапазон энергий фотонов, МэВ 0,08 – 20 

Чувствительность, мкКл/Гр до 1,8 

Диапазон мощностей доз, сГр/с 0,05 – 10 

Линейность в номинальном диапазоне 
мощностей доз 

 
0,97–0,99 

Стабильность сигнала, % 3 

Напряжение смещения, В  до 100 

Темновой ток при напряжении 100 В, пА < 1 

Рис. 3. Зависимости тока фотоионизации от мощности дозы γ-квантов для детекторов на 
основе СТМ «Алмазот» и природного алмаза типа IIa 

 
Нами (совместно с сотрудниками Вильнюсского университета) проведены 

исследования распределения примесей и дефектов в синтетических алмазах 
СТМ «Алмазот» [5, 6], и установлена корреляция между примесно-дефектным 

составом и основными эксплуатационными характеристиками приборных 
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структур. Показано, что детекторные структуры дозиметров, импульсных 
детекторов и фотоприемников УФ диапазона, изготовленные из специально 

отобранных СТМ «Алмазот», имеют высокие эксплуатационные 
характеристики, сопоставимые с характеристиками детекторов на основе 
природных алмазов типа IIa [7]. Отмечены некоторые проблемы при создании 

спектрометрических детекторов на основе СТМ «Алмазот». На основе 
проведенных исследований выработаны критерии отбора синтетических 

алмазов СТМ «Алмазот» «детекторного качества». 
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